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5 Domaine technique 

La presente invention concerne un 
dispositif de protection contre les decharges 
electrostatiques pour des composants electroniques 
10 realises sur un substrat comportant une couche semi- 
conductrice sur une couche isolante, par exemple un 
substrat SOI. 

La protection contre les decharges 
electrostatiques (ESD) est un aspect important de la 
15 fiabilite des systemes electroniques. Selon certaines 
sources, les pertes imputables aux decharges 
electrostatiques correspondraient a une perte moyenne 
sur les produits variant entre 8 et 33%. La protection 
yis-a-vis de ces nuisances s'opere a tous les niveaux : 
environnement de fabrication et de f onctionnement des 
circuits integres, protection sur des cartes assemblant 
plusieurs circuits integres. Une partie de la 
protection est assuree par le circuit lui-meme. 

Les differents circuits integres utilises 
dans les systemes electroniques sont relies a leur 
environnement par 1 1 intermediaire de leurs broches 
d 1 entree-sortie ou d f alimentation et c'est done via ces 
differentes broches que peut s'ecouler l'eventuelle 
decharge electrostatique ESD. Le principe general de 
30 protection sur le circuit est alors de mettre en 
peripherie du circuit au niveau de chaque broche 
d f entree-sortie des structures de protection entre ces 
broches et leurs alimentations. Ces structures de 
protections sont le plus souvent des diodes en inverse, 
35 des transistors M0S bloques ou des thyristors. Ces 



20 



25 



B 13167.3 JL 



2 

dispositifs ne doivent pas perturber le f onctionnement 
du circuit et doivent se comporter comme des 
interrupteurs ouverts en f onctionnement normal de 
maniere a detourner directement vers les alimentations 
du circuit le minimum de courant d 1 entree-sortie qui 
constitue le vecteur d' information dans le circuit. En 
revanche, lors d f une decharge, ils doivent se comporter 
comme des interrupteurs ferities pour eviter que la 
decharge electrostatique n'aille degrader le coeur du 
circuit. Dans le cas d'une decharge, si la protection 
fonctionne veritablement comme un interrupteur ideal, 
c'est-a-dire avec une resistance serie nulle, la 
decharge electrostatique s'ecoulera dans le circuit 
sans deperdition d'energie et done sans degradation. On 
appelle tenue intrinseque la tension de decharge 
electrostatique supportee par le dispositif de 
protection sans subir de degradation. 

Etat de la technique anterieure 

L'analogie de 1 1 interrupteur constitue un 
cas ideal dont on essaie de se rapprocher. Dans la 
pratique, une protection se caracterise par sa tension 
de maintien de la caracteristique electrique en mode 
declenche et sa resistance serie. Optimiser une 
protection revient done a trouver une structure 
d' encombrement minimum, ayant une resistance serie 
minimum et dont la tension de maintien, tout en etant 
superieure a la tension de f onctionnement du circuit, 
soit minimale. La reduction de la surface occupee par 
la structure de protection et la reduction de sa 
resistance sont generalement contradictoires et il faut 
aboutir a un compromis entre ces deux facteurs. 

Actuellement, on salt realiser des circuits 
integres fonctionnant sous des tensions de plus en plus 




B 13167.3 JL 



faibles (inferieures a 3 V et meme a 2 V) . Les tensions 
maximales admissibles sont egalement reduites et 
1 'optimisation de la resistance serie des structures de 
protection ainsi que l'obtention d'une tension de 
maintien optimale deviennent des enjeux primordiaux. 

Dans ce contexte de la protection aux 
circuits basse tension, on a vu apparaitre des 
structures de protection utilisant plusieurs diodes 
polarisees en direct. La tension de maintien est 
definie en premiere approximation par la tension de 
coude de diode (environ 0,7 V) que multiplie le nombre 
de diodes en serie. 

L •utilisation de ce type de protection par 
diodes en serie pose des difficultes sur un substrat de 
silicium classique du fait d f un effet parasite 
communement appele effet Darlington. Sur un tel 
substrat, chaque diode de protection est realisee dans 
un caisson ■ de type de dopage oppose a celui du 
substrat, chaque caisson etant isole des autres, les 
diodes etant ensuite connectees en serie. Du fait que 
le substrat est massif, a chaque diode de protection 
est lie un transistor bipolaire parasite. Le courant de 
fuite d'une diode de protection correspond au courant 
de base du transistor lie a la diode de protection 
suivante et le courant de fuite se trouve amplifie 
d'autant. Le document WO 97/35373 propose une solution 
a ce probleme en decorrelant les fonctions d 1 isolation 
et de protection. On tire parti de l f effet Darlington 
pour assurer la fonction d' evacuation de la decharge 
electrostatique . La taille de la premiere diode est 
maximisee car c'est elle qui regoit la plus grosse 
partie de la decharge. La fonction d' isolation est 
alors assumee par un transistor MOS connecte en serie 
avec la derniere diode de protection. 
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L'effet Darlington ne se produit pas dans 
les circuits microelectroniques realises sur des 
substrats SOI (silicium-sur-isolant ) puisque les 
transistors bipolaires parasites sont supprimes . Sur 
ces substrats, la protection par diodes en serie peut 
done etre appliquee. 

L' article "Dynamic Threshold Body-and Gate- 
Coupled SOI ESD Protection Networks" de S. VOLDMAN et 
al., paru dans EOS/ESD Symposium proceedings, 1997, 
Santa Clara, Californie, pages 210-220, divulgue un 
dispositif de protection a diodes elabore sur un 
substrat SOI. Les diodes de protection sont alors 
realisees a partir de transistors MOS . Pour un tel 
transistor realise sur un substrat SOI, la zone situee 
sous la grille pose probleme du fait que la couche 
isolante enterree empeche 1' evacuation de la chaleur 
contrairement a ce qui se passe pour un substrat de 
silicium massif. Cet article insiste sur les 
protections ou la diode est realisee entre drain, 
substrat et grille d'une part et source d 1 autre part. 
Toutefois, la diode la plus compacte utilisable 
consiste en un transistor NMOS avec une implantation de 
la source de type different de 1 ' implantation du drain. 
Certairies techniques de fabrication necessitant une 
faible epaisseur de silicium sur la couche d'oxyde 
enterree, les diodes formees possedent alors une 
resistance elevee. Lors d'une decharge electrostatique , 
la zone situee sous la grille d'une diode de protection 
peut fondre puisque la chaleur produite ne peut etre 
evacuee f acilement . 

Expose de 1' invention 

L' invention apporte une solution au 
probleme de la protection des circuits 
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microelectroniques elabores sur des substrats du type 
SOI. Elle s 1 applique au contexte bien particulier des 
techniques de circuits integres a faible consommation. 
Le principe general de 1 T invention est d'utiliser un 
5 dispositif qui, par ailleurs, a de tres mauvaises 
performances de tenue en inverse et ne peut etre 
utilise tel quel dans un circuit du fait des fuites 
qu'il occasionne. Ce dispositif est une diode de type 
Zener. Sa mauvaise tenue en inverse s'avere ne pas etre 
10 penalisante dans le cas de 1 1 invention puisque la diode 
sera toujours polarisee en direct. 

L 1 invention a done pour objet un dispositif 
de protection d'un composant electronique contre les 
decharges electrostatiques, le dispositif etant elabore 
15 dans une couche semi-conductrice d'un substrat, la 
couche semi-conductrice recouvrant une couche isolante, 
le dispositif etant relie a un plot de contact a 
proteger dudit composant afin de deriver une eventuelle 
decharge electrostatique, caracterise en ce que le 
dispositif comprend au moins une diode Zener relie 
audit plot pour etre polarisee en direct. 

D'une maniere generale, ce dispositif 
comprend plusieurs diodes Zener montees en serie et 
reliees audit plot pour etre polarisees en direct. Les 
diodes Zener peuvent etre disposees de maniere 
adjacente pour former le montage en serie, la liaison 
electrique entre deux diodes adjacentes etant obtenue 
par une metallisation ou par un siliciure. 

Avantageusement, chaque diode Zener 
comporte deux regions dopees fortement a des types de 
conductivity opposes, ces deux regions etant separees 
par une region dopee a un niveau moyen selon l'un ou 
1* autre desdits types de conductivity . De preference, 
si la couche semi-conductrice du substrat est une 
35 couche de silicium, les deux regions dopees fortement 
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ont des niveaux de dopage de l'ordre de 10 20 atomes/cm 3 , 
la region dopee a un niveau moyen a un niveau de dopage 
de l'ordre de 10 18 atomes/cm 3 . Ce substrat peut etre un 
substrat SOI. 

Pour remedier au probleme d 1 evacuation de 
la chaleur d f une diode de protection elaboree sur une 
couche superf icielle semi-conductrice reposant sur une 
couche isolante et evacuant mal la chaleur (par exemple 
un substrat SOI), il est propose de realiser cette 
diode sans partir d'un transistor pour eviter la 
presence d'une grille, afin de disposer d'un plus grand 
volume et ainsi permettre la dispersion de la chaleur. 
C'est en effet au niveau de la grille qu'est 
eventuellement realise 1 'amincissement de silicium. 

L' invention a aussi pour objet un procede 
de realisation d'un dispositif de protection d'un 
composant electronique contre les decharges 
electrostatiques, le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d'un substrat, la couche semi- 
conductrice recouvrant une couche isolante, le procede 
comportant : 

- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active, dans ladite couche semi- 
conductrice, 

- une etape d' implantation d'une premiere 
zone de ladite zone active, pour obtenir une premiere 
zone moyennement dopee selon un type de conductivity 
choisi entre un premier type de conductivity et un 
deuxieme type de conductivity oppose au premier type de 
conductivity, 

- une etape d f implantation d'une partie de 
ladite premiere zone, pour obtenir une deuxieme zone 
fortement dopee selon ledit premier type de 
conductivity, la deuxieme zone etant separee de la 
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partie non implantee de la zone active par la partie 
restante de la premiere zone, 

- une etape d' implantation de la partie non 
implantee de la zone active pour obtenir une troisieme 
zone fortement dopee selon ledit deuxieme type de 
conductivity . 

L 1 invention a encore pour objet un procede 
de realisation d'un dispositif de protection d'un 
composant electronique contre les decharges 
electrostatiques, le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d f un substrat, la couche semi- 
conductrice recouvrant une couche isolante, le procede 
comportant : 

- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active dans ladite couche semi- 
conductrice, 

- une etape d f implantation d'une premiere 
zone situee en partie centrale de la zone active, pour 
obtenir une premiere zone moyennement dopee selon un 
type de conductivity choisi entre un premier type de 
conductivity et un deuxieme type de conductivity oppose 
au premier type de conductivity, 

- une etape de formation d'une grille en 
materiau conducteur sur la premiere zone, apres 
formation d'une couche d'oxyde mince de grille, 

- une etape d' implantation d'une deuxieme 
zone de la zone active, adjacente a la premiere zone, 
pour obtenir une deuxieme zone fortement dopee selon le 
premier type de conductivity, 

- une etape d 1 implantation d'une troisieme 
zone de la zone active, adjacente a la premiere zone 
qui la separe de la deuxieme zone, pour obtenir une 
troisieme zone fortement dopee selon le deuxieme type 
de conductivity . De preference, la premiere zone est 
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plus large que la grille formee sur cette premiere 
zone ♦ 

Breve description des dessins 

L' invention sera mieux comprise et d'autres 
avantages et particularity apparaitront a la lecture 
de la description qui va suivre, donnee a titre 
d'exemple non limitatif, accompagnee des dessins 
annexes parmi lesquels : 

- la figure 1 ' montre, de maniere 
schematique, la constitution d'une diode Zener 
utilisable dans le dispositif de protection selon 
1' invention ; 

- la figure 2 est une vue descriptive de 
1 ' implantation d'une diode Zener sur une couche tres 
mince d'un substrat, utilisable dans le dispositif de 
protection selon l r invention ; 

- la figure 3 est une vue descriptive de 
1 f implantation d'une diode Zener sur une couche mince 
d'un substrat, utilisable dans le dispositif de 
protection selon 1' invention ; 

- la figure 4 represente un circuit 
electro'nique protege par des dispositifs de protection 
selon 1' invention ; 

- la figure 5 represente 1 1 implantation 
d'un ensemble de quatre diodes Zener montees en serie 
sur une couche tres mince d'un substrat, pour un 
dispositif de protection selon l 1 invention ; 

- la figure 6 represente 1 1 implantation 
d'un ensemble de quatre diodes Zener montees en serie 
sur une couche mince d'un substrat/ pour un dispositif 
de protection selon 1' invention ; 

- la figure 7 est une vue en coupe 
transversale d'un transistor MOS selon 1'art connu ; 
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- les figures 8 a 11 sont des vues en coupe 
transversale d'un substrat SOI au cours de differentes 
etapes de fabrication d'une diode Zener pour un 
dispositif de protection selon l f invention. 

Description detaillee de modes de realisation de 
1 'invention 

La figure 1 montre, de maniere schematique, 
la constitution d'une diode Zener utilisable dans le 
dispositif de protection selon l 1 invention. Cette diode 
Zener est realisee a partir de silicium monocristallin 
a l'aide de deux implantations a fort niveau de type 
source et drain qui permettent d'atteindre des niveaux 
de dopage de l'ordre de 10 20 a tomes/ cm 3 . Ces deux 
implantations de types opposes, N ++ pour la region 1 et 
P ++ pour la region 2, sont separees par une implantation 
de niveau intermediaire de type N ou P dans la region 
3 de l'ordre de 10 18 atomes/cm 3 . Cette diode est 
specif ique par sa conception et sa faible resistance. 
La realisation de cette diode Zener varie suivant les 
techniques utilisees . 

Lorsqu ' une diode classique est realisee, a 
partir d'une configuration de transistor MOS, sur une 
couche tres mince d T un substrat du type SOI, la faible 
tenue intrinseque de la diode de protection s'explique 
en partie par la plus faible epaisseur de silicium due 
a 1 f amincissement localise. Par ailleurs, les zones 
plus faiblement dopees, situees sous les espaceurs, 
peuvent induire une forte resistance serie de la diode, 
en particulier pour les implantations correspondant au 
transistor PMOS . 

Pour remedier a ces inconvenients, il est 
propose de realiser chaque diode Zener du dispositif de 
protection selon 1' invention de la maniere suivante. On 
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n 1 utilise pas le niveau de masquage de la grille en 
polysilicium. Le niveau d 1 implantation utilisee pour 
les espaceurs du transistor NMOS (drain faiblement dope 
N ou LDDN) est dissocie du niveau drain et source N 
5 (DSN) . Le niveau drain source P (DSP), qui est 
normalement le complementaire du niveau DSN, devient le 
complementaire des deux niveaux DSN et LDDN. 

La figure 2 est une vue descriptive de 
1 ' implantation d r une diode Zener sur une couche tres 

10 mince d'un substrat. Pour realiser cette diode, on 
definit, dans la couche superf icielle de silicium d f un 
substrat SOI, une zone active de silicium 5. On realise 
un niveau d 1 implantation 6 de type LDDN et un niveau 
d 1 implantation 7 de type N ++ . Le niveau DSP est 

15 complementaire des niveaux DSN et LDDN. 

Le tableau ci-dessous presente, pour une 
diode de 1 1 art connu et une diode Zener, realisees 
selon des techniques similaires et avec les memes 
caracteristiques, les resultats electriques en terme de 

2Q tenue ESD et de resistance electrique. 





Tenue ESD (volts/urn) 




Diode 


7 V/um 


1400 Q.ym 


Diode Zener 


11 V/^rn 


470 Q.pm 
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La tenue intrinseque, exprimee en volts par 
micrometre, est une valeur utilisee dans le test 
normalise de protection contre les decharges 
electrostatiques appele HBM (pour "Human Body Model"). 
Ce test a ete defini en assimilant une personne a un 
condensateur d'une capacite de 100 pF, la resistance de 
peau variant entre 500 et 50 000 f2. Cette norme fait 
reference a un dispositif monte en serie avec un 
condensateur de 100 pF ; une resistance de 1500 SI et, 
implicitement, une inductance de 7,5 uH. On dit qu'un 



B 13167.3 JL 



11 



10 



dispositif tient 2000 V (HBM) s'il n'est pas degrade 
par la decharge d T un condensateur prealablement charge 
a 2000 V, cette decharge se produisant au travers de la 
resistance de 1500 Q, et de l f inductance de 7,5 pH. La 
tenue en tension est ensuite noritialisee par unite de 
largeur du dispositif de protection. 

Avec . ce type de testeur, et du fait de la 
forte valeur de sa resistance serie qui est de 1500 Q, 
un transitoire de tension de U Volts correspond en fait 
a un transitoire de courant avec un courant maximum 
d' environ U/1500 amperes, un temps de montee de 5 a 10 
nS et une decroissance exponentielle ayant une 
constante de temps de 150 nS . Ce transitoire de courant 
conduit par effet Joule a un certain echauf f ement . La 
15 tenue ESD rapportee en volts par pm correspond a un 
seuil au-dela duquel l'energie dissipee dans le 
dispositif conduit a un emballement thermique 
destructif. Le seuil d f emballement thermique peut etre 
associe a une temperature critique qu'il ne faut pas 
franchir. L 1 echauf f ement dans le mater iau au cours du 
transitoire ESD correspond a une dissipation par effet 
Joule associee au fort transitoire de courant. A memes 
densites de courant, 1 1 echauf f ement est plus important 
pour le substrat SOI que pour un substrat massif car la 
chaleur ne peut pas etre aussi facilement evacuee par 
l'arriere du substrat du fait de la presence de la 
couche enterree d'oxyde. L 1 augmentation de la tenue 
intrinseque implique un accroissement de l'epaisseur de 
la couche de silicium superf icielle . 

Dans le tableau ci-dessus, le gain en terme 
de tenue intrinseque et de resistance electrique de la 
diode selon 1 T invention est evident par rapport a la 
diode classique. 

Pour un autre type de technique, celui des 
35 couches superf icielles minces de silicium, 
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1 f amincissement localise n'est pas utilise pour' la 
realisation d'une diode classique elaboree a partir 
d'un transistor MOS classique. Pour s'affranchir des 
problemes de resistance sous l'espaceur, on utilise, 
5 dans le cadre de la presente invention, au nioins une 
implantation specifique de type N, avec un dopage de 
meme ordre de grandeur que celui utilise pour la zone 
intermediaire de la diode Zener, sur toute la zone 
active. Cette implantation qui conduit a des dopages de 
10 quelques 10 18 atomes/cm 3 est realisee a la place de 

1 1 implantation d 1 ajustement de seuil effectuee pour une 
diode classique. 

L 1 implantation alors utilisee pour obtenir 
la diode Zener selon 1' invention est representee a la 
15 figure 3. Pour realiser cette diode, on definit, dans 
la couche superf icielle de silicium d'un substrat SOI, 
une zone active de silicium 10. On realise un niveau 
d f implantation 11 de type N* + , un niveau d 1 implantation 

12 de type P ++ , un niveau d f implantation 13 de type N et 
20 une grille 14 en polysilicium. 

Le dispositif de protection a diodes Zener 
selon 1' invention ne peut etre utilise selon le schema 
des dispositif s de protection a diodes classiques. Les 
diodes Zener du dispositif de protection selon 

25 1' invention sont polarisees en direct. 

A titre d'exemple, la figure 4 represente 
un circuit electronique protege des decharges 
electros tat iques par quatre dispositif s de protection 
selon 1' invention. Le plot de masse 21, le plot 

30 d f alimentation en tension continue 22, le plot d' entree 
23 du circuit et le plot de sortie 24 du circuit sont 
connectes a des dispositif s de protection 25. Ces 
dispositifs de protection 25 sont formes de quatre 
diodes Zener montees en' serie et polarisees en direct. 

35 Le nombre de diodes d'un dispositif doit etre 
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suffisant, de maniere a supporter la tension 
d' alimentation sans induire de fuite trop importante. 

Le dispositif de protection selon 
1' invention peut avantageusement etre complete par 
l f ajout de diodes classiques polarisees en inverse en 
plusieurs endroits du circuit de maniere a augiaenter 
l'efficacite de la protection quel que soit le signe de 
la decharge electrostatique . Ainsi, les references 26 
et 27 designent des diodes classiques montees en 
complement a certains dispositifs de protection selon 
1 ' invention. 

Les diodes du dispositif de protection 
devant etre montees en serie, il est judicieux de la 
concevoir de fagon a permettre une integration la plus 
15 compacte possible- Pour cela, les quatre diodes sont 
realisees sur la meme zone active. Si les diodes sont 
realisees grace a un niveau LDDN differencie du niveau 
DSN (voir la figure 2) , ces diodes peuvent etre reliees 
entre elles grace au niveau de metallisation. C'est ce 
qui est illustre par la figure 5. Les quatre diodes 31, 
32, 33 et 34 ont ete representees avec leurs 
differentes implantations/ par exemple pour la diode 
Zener 33 : 1 1 implantation DSP 331, 1 1 implantation DSN 
332 et 1 1 implantation LDDN 333. Des metallisations 35 
relient les diodes entre elles et vers I'exterieur. Les 
references 36 representent les points de contact 
electrique entre diodes et metallisations. 

Si les diodes sont realisees grace a un 
niveau de type LDDN employe avant la grille, on peut 
relier les diodes par un niveau de siliciure comme cela 
est illustre sur la figure 6. On obtient alors un 
dispositif encore plus integre. Les quatre diodes sont 
referencees 41, 42, 43 et 44. Chaque diode, par exemple 
la diode 43 comprend : une implantation DSP 431, une 
35 implantation DSN 432 et une grille en polysilicium 433. 
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Les references 4 6 representent les points de contact 
electrique d 1 entree et de sortie du dispositif de 
protection a quatre diodes Zener. 

Pour realiser une diode classique, on 
realise generalement un transistor MOS* La figure 7 
montre, en coupe transversale, un tel transistor 
realise sur un substrat SOI forme d'une partie massive 
50 en silicium, d f une couche d'oxyde de silicium 51 et 
d'une couche superf icielle de silicium 52. On remarque 
la zone d 1 amincissement localise creee dans la couche 
superf icielle 52. Cette zone d ' amincissement localise 
supporte la couche 53 d'oxyde de grille, la grille 54 
en polysilicium et les espaceurs 55. Les diodes 
classiques sont realisees selon ce concept et il est 
evident que le volume de silicium entre 1 1 oxyde de 
grille 53 et la couche d'oxyde 51 est trop confine. La 
chaleur produite dans ce volume ne peut s'evacuer 
facilement contrairement aux elements realises sur 
substrat massif de silicium. 

Selon 1' invention, on peut realiser les 
diodes Zener en evitant 1 ' amincissement localise lie a 
la grille en polysilicium. La diode est realisee avec 
le seul niveau LDD comme l'indique la figure 2. II 
s ' agit d'une modification originale d'un procede 
standard puisque 1 ' on utilise un dispositif qui, par 
ailleurs, a de tres mauvaises performances de tenue en 
inverse et qui ne peut etre utilise tel quel dans un 
circuit du fait des fuites qu'il occasionne. 

Les figures 8 a 11 illustrent la 
realisation d'une diode Zener, pour un dispositif de 
protection selon l 1 invention, a partir d'un substrat 
SOI. La figure 8 montre, en coupe transversale, un 
substrat SOI compose d'une partie massive 60 en 
silicium, d'une couche d'oxyde de silicium 61 et d'une 
couche superf icielle de silicium 62. Comme le montre la 
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figure 9, on realise sur une partie de la couche 
superf icielle 62 une implantation cie type LDDN pour 
obtenir une zone 63 dopee N + . On realise ensuite, comme 
le montre la figure 10, une implantation de type drain- 
source N (implantation DSN) sur une partie de la zone 
63 deja dopee N + . On obtient une zone 64 dopee N ++ . On 
realise alors, . comme le montre la figure 11, une 
implantation de type drain-source P (implantation DSP) 
dans la zone 65 de fagon a completer la diode Zener. 

De maniere generale, les differentes zones 
constituant une diode Zener du dispositif selon 
l f invention auront un dopage superieur ou egal a 10 13 
atonies/cm 3 . 

Cette conception de diode Zener est peu 
couteuse car, si elle necessite bien sur un reticule 
supplementaire, le niveau LDDN est dissocie du niveau 
DSN et elle ne conduit pas a un procede de realisation 
plus complexe. La fonction de protection est 
optiirtisee : la tenue intrinseque est augmentee et la 
chute de tension developpee aux bornes de la diode de 
protection durant une decharge electrostatique est 
minimisee. C'est ce que montre le tableau donne plus 
haut : 60% de • gain sur la tenue intrinseque et 200 % 
sur la resistance electrique qui s'avere etre le 
parametre le plus critique. 
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RE VE ND I CAT IONS 

1. Dispositif de protection (25) d'un 
composant electronique contre les decharges 
electrostatiques, le dispositif etant elabore dans une 
couche semi-conductrice (62) d'un substrat, la couche 
semi-conductrice (62) recouvrant une couche isolante 
(61), le dispositif (25) etant relie a un plot de 
contact (21 a 24) a proteger dudit composant afin de 
deriver une eventuelle decharge electros tatique,. 
caracterise en ce que le dispositif (25) comprend au 
moins une diode Zener relie audit plot pour etre 
polarisee en direct. 

2. Dispositif selon la revendicat ion 1, 
15 caracterise en ce qu'il comprend plusieurs diodes Zener 

montees en serie et reliees audit plot pour etre 
polarisees en direct. 

3. Dispositif selon 1 1 une des 
revendications 1 ou 2, caracterise en ce que chaque 

2 Q diode Zener comporte deux regions (1, 2) dopees 
fortement a des types de conduct ivite opposes, ces deux 
regions etant separees par une region (3) dopee a un 
niveau moyen selon l'un ou l r autre desdits types de 
conductivity . 

25 4. Dispositif selon la revendication 3, 

caracterise en ce que, la couche semi-conductrice du 
substrat etant une couche de silicium, les deux regions 
dopees fortement ont des niveaux de dopage de l'ordre 
de 10 20 atomes/cm 3 , la region dopee a un niveau moyen a 

3Q un niveau de dopage de I'ordre de 10 18 atomes/cm 3 . 

5. Dispositif selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que ledit 
substrat est un substrat SOI . 

6. Dispositif selon la revendication 2, 
35 caracterise en ce que lesdites diodes Zener (31 a 34) 
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sont disposees de maniere adjacente pour former le 
montage en serie, la liaison electrique entre deux 
diodes adjacentes etant obtenu par une metallisation 
(35) . 

7. Dispositif selon la revendication 2, 
caracterise en ce que lesdites diodes Zener (41 a 44) 
sont disposees de maniere adjacente pour former le 
montage en serie, la liaison electrique entre deux 
diodes adjacentes etant obtenue par un siliciure. 

8. Procede de realisation d'un dispositif 
de protection d f un composant electronique contre les 
decharges electrostatiques, le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d'un substrat, la couche semi- 

^5 conductrice recouvrant une couche isolante, le procede 
comportant : 

- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active (5) / dans ladite couche semi- 
conductrice, 

2 Q - une etape d' implantation d'une premiere 

zone (6) de ladite zone active (5), pour obtenir une 
premiere zone (6) moyennement dopee selon un type de 
conductivite . choisi entre un premier type de 
conductivity et un deuxieme type de conductivite oppose 

2*5 au premier type de conductivite, 

- une etape d 1 implantation d'une partie de 
ladite premiere zone (6), pour obtenir une deuxieme 
zone (7) fortement dopee selon ledit premier type de 
conductivite, la deuxieme zone (7) etant separee de la 

3Q partie non implantee de la zone active (5) par la 
partie restante de la premiere zone, 

- une etape d' implantation de la partie non 
implantee de la zone active pour obtenir une troisieme 
zone fortement dopee selon ledit deuxieme type de 

35 conductivite. 
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9. Procede de realisation d'un dispositif 
de protection d'un composant electronique contre les 
decharges electrostatiques, le dispositif de protection 
comportant au moins une diode Zener elaboree dans une 
couche semi-conductrice d'un substrat, la couche semi- 
conductrice recouvrant une couche isolante, le procede 
comportant : 

- une etape de definition de la zone de la 
diode ou zone active (10) dans ladite couche semi- 
conductrice, 

- une etape d 1 implantation d'une premiere 
zone (13) situee en partie centrale de la zone active 
(10), pour obtenir une premiere zone (13) moyennement 
dopee selon un type de conductivity choisi entre un 

15 premier type de conductivity et un deuxieme type de 
conductivity oppose au premier type de conductivity, 

- une etape de formation d'une grille (14) 
en materiau conducteur sur la premiere zone (13), apres 
formation d'une couche d'oxyde mince de grille, 

20 - une etape d' implantation d'une deuxieme 

zone (12) de la zone active (10), adjacente a la 
premiere zone (13), pour obtenir une deuxieme zone 
fortement dopee selon le premier type de conductivity, 

- une etape d ' implantation d'une troisieme 
25 zone (11) de la zone active (10), adjacente a la 

premiere zone (13) qui la separe de la deuxieme zone 
(12), pour obtenir une troisieme zone (11) fortement 
dopee selon le deuxieme type de conductivity. 

10. Procede selon la revendication 9, 
caracterise en ce que la premiere zone (13) est plus 
large que la grille (14) formee sur cette premiere 
zone . 
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